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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzezeniem we-
wnetrznym.

Dotychczas wykonywane struktury wielowejsciowych tranzystorow polowych MOS z bramkg
swobodna, w celu ksztattowania charakterystyki sterowania pradem kanatu wymagajg zewnetrznego
sprzezenia zacisku drenu z niektérymi zaciskami wejsciowymi. Powoduje to trudnosci w odpowiednim
doborze wspétczynnika wzmocnienia w petli sprzezenia na skutek istniejagcych pojemnosci miedzy-
elektrodowych tranzystora wiekszg indukcyjno$¢ obwodu sprzezenia oraz wptyw czynnikéw zewnetrz-
nych na prace tego sprzezenia.

Tranzystor wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze pomiedzy elektrodg i podtozem pot-
przewodnikowym umieszcza sie dodatkowg elektrode w postaci warstwy przewodzacej od bramki
swobodnej i podtoza, a potgczonej z koncéwka kanatu.

Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzezeniem wewnetrznym jest strukturg wyko-
nang na podiozu po6tprzewodnikowym posiadajacg miedzy kanatem, a sterujgcymi zaciskami bramek
wejsciowych dodatkowg warstwe przewodzaca odizolowang od otoczenia, zwang bramka swobodng
lub ptywajaca (floating gate). Sg to znane struktury zwane tranzystorami polowymi typu MOS z bram-
ka swobodna. Istotg wynalazku jest wprowadzenie pomiedzy bramke swobodng, a podtoze odizolo-
wanej od nich elektrody o powierzchni réwnej powierzchni bramki swobodnej i potgczonej galwanicz-
nie z jednym koncem kanatu zwanym drenem. W poblizu drugiej strony bramki swobodnej umieszczo-
ne sg od jednej do kilku odizolowanych od niej warstw przewodzacych wyprowadzonych galwanicznie
na zewnatrz uktadu. Sg one wejsciowymi zaciskami sterujacymi potencjatem bramki swobodnej po-
przez pojemnosci utworzone miedzy nimi. Potencjat bramki swobodnej ma natomiast wplyw na zjawi-
ska zachodzace w kanale tranzystora. Dodatkowo elektroda umieszczona miedzy podtozem, a bram-
ka swobodng realizuje wewnetrzne sprzezenie zwrotne miedzy jednym koncowym zaciskiem kanatu
tranzystora, a bramka swobodng przez pojemnos¢ utworzong miedzy nimi, umozliwiajgc wptyw poten-
cjatu tego zacisku na potencjat bramki swobodnej. Powierzchnia tej elektrody réwna w przyblizeniu
powierzchni bramki swobodnej umozliwia realizacje pojemnosci utworzonego miedzy nimi kondensatora
0 wartosci rownej potowie wszystkich pojemnosci zawartych miedzy bramkg swobodng a otoczeniem.

Tranzystor wedlug wynalazku posiada pewne nowe wiasciwosci w stosunku do zwyklego tran-
zystora MOS z bramka swobodna, takie jak: zlinearyzowang zaleznos$¢ pradu ptynacego przez kanat
od napiecia na jego zaciskach dla pracy tranzystora w obszarze nienasycenia oraz liniowg zaleznos¢
konduktancji wyjsciowej tranzystora od sumy wejsciowych napieé¢ sterujacych tranzystorem dla pracy
tranzystora w obszarze nienasycenia, a takze pojawienie sie wptywu potencjatu zacisku drenu na prad
kanatu dla pracy tranzystora w obszarze nasycenia.

Ponadto tranzystor wedtug wynalazku charakteryzuje sie minimalizacjg pojemnosci bramki
swobodnej wzgledem podioza na skutek ekranowego dziatania dodatkowej elektrody i minimalizacje
indukcyjnosci obwodu sprzezenia drenu z bramka swobodng na skutek bliskiego ich potozenia i bar-
dzo matej dtugosci potgczenia elektrody dodatkowej z drenem, oraz fatwoscig uksztattowania wiasci-
wej wartosci pojemnosci miedzy elektrodg dodatkowa, a bramkg swobodng na skutek doboru porow-
nywalnych ich wymiaréw geometrycznych, co ma istotny wptyw na wspoétczynnik sprzezenia zacisku
drenu z tg bramka.

Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzezeniem wewnetrznym jest przedstawiony
schematycznie na rysunku, ktéry przedstawia schemat struktury wykonanej na podtozu pétprzewodni-
kowym B. Struktura podtoza p6tprzewodnikowego zawiera tranzystor polowy o kanale CH, sterowany
potencjatem bramki swobodnej EG. Pomiedzy tg bramkg swobodng, a podtozem wprowadzona jest
odizolowana od nich elektroda ED o powierzchni zblizonej do powierzchni bramki swobodnej i pota-
czona galwanicznie z koncem kanatu zwanym drenem D. W poblizu bramki swobodnej umieszczone
sg od jednej do kilku odizolowanych od niej warstw przewodzacych G1, G2, G3, potgczonych z wy-
prowadzeniami na zewnatrz uktadu. Tworzg one zaciski wejsciowe sterujgce potencjatlem bramki
swobodnej przez pojemnosci utworzone miedzy nimi. Kanat tranzystora CH moze by¢ typu n lub p.
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Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzezeniem wewnetrznym jest wykonanym
w strukturze pétprzewodnikowej uktadem kanatu i odizolowanej od niego elektrody, znamienny tym,
ze pomiedzy elektroda (EG) i podiozem poiprzewodnikowym (B) umieszcza sie dodatkowg elektrode
(ED) w postaci warstwy przewodzacej od bramki swobodnej (EG) i podioza (B), a potaczonej z kon-
céwka kanatu (CH).

2. Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzezeniem wewnetrznym wedtug zastrz. 1,
znamienny tym, ze ma co najmniej jedng warstwe przewodzaca (G1), (G2), (G3).

Rysunek
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